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Beschreibung 

. Elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in einem Stapel 
und Verfahren zur Hersteiiung desselben. 

5 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit Halb- 
leiterchips in einem Stapel und ein Verfahren zu Hersteiiung 
ciessellDen. insbesondere betiim diu Erfindung ©in elektroni 
sches Bauteil mit einem Stapel aus einem Logikchip in Flip- 
10 chip-Technologie und einem funktionsgetesteten Speicherbau- 
stein in Bondtechnologie . 

Das Bestreben immer hohere Schaltungsdichten zu erreichen, 
fuhrt zu grofterer Systemir.tegration, wobei zunehmend versucht 
15 wird, mehrere Halbleiterchips in einem Stapel anzuordnen, Da- 
bei muft h&ufig ein komplettes Bauteil weggeworfen werden, nur 
weil der Speicherchip nicht f unktioniert , obwohl der Lo- 
gikchip an sich funktionsf ahig ist. 

20 Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben ; mit 

dem elektronische Bauteile mit Halbleiterchips in einem Sta- 
pel kostengunstig hergestellt werden konnen, und wobei die 
elektronischen Bauteile in Funktionstests verminderte Aus- 
fallraten aufweisen. 



Die Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhangigen Anspru- 
che gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung erge- 
ben sich aus den abhangigen Anspruchen. 



30 Erf indungsgemafi wird ein Verfahren zur Hersteiiung eines 

elektronischen Bauteils mit Halbleiterchips in einem Stapel 
geschaffen. Zun&chst wird dazu ein Umverdrahtungssubstrat 
hergestellt, das Anschlussf lichen fur Flipchip-Verbindungen 
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in einem Mittenbereich aufweist. Aufcerdem weist das Umver- 
drahtungssubstrat in seinen Randbereichen Anschlussf lachen 
fur Bondverbindungen auf> Darnit ist das Umverdrahtungssub- 
strat in der Lage, sowohl Halbleiterchips in Flipchip-Technik 
5 als auch Halbleiterchips in Bondtechnik eines Stapels mit Au- 
Benkontakten des elektronischen Bauteils elektrisch zu ver- 
binden. Auf dieses Umverdrahtungssubstrat , das in seinem Mit- 
tenbereich Anschlussf lachen fur Flipchip-Verbindungen auf- 
weist, wird als nSchstes ein als Halbleiterchip ausgebildeter 
10 erster Elektronikbaustein in Flipchip-Technologie aufge- 
bracht , 

Parallel dazu wird wenigstens ein zweiter Elektronikbaustein 
hergesteilt, der zusatzlich zu seinem Halbleiterchip eine Um- 
verdrahtungsstruktur mit Aulienkontaktf lachen aufweist. Dieser 
zweite Elektronikbaustein wird als oberer Baustein auf den 
ersten Elektronikbaustein so aufgebracht, dass die passiven 
Ruckseiten des ersten und des zweiten Elektronikbausteins 
auf einanderliegen. Anschlieftend werden Bondverbindungen zwi- 
schen den Aufrenkontaktf lachen des zweiten oberen Elektronik- 
bausteins und den Anschlussf lachen in den Randbereichen des 
Umverdrahtungssubstrats hergestellt. Abschliefiend werden dann 
die gestapelten Elektronikbausteine unter Aufbringen einer 
Kunststof fgehausemasse- auf das Umverdrahtungssubstrat zu ei- 
nem elektronischen Bauteil verpackt. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daft mit dem Aufbringen ei- 
ner Umverdrahtungsstruktur auf die aktive Oberseite des Halb- 
leiterchips des oberen Elektronikbausteins ein Zwischensub- 
30 strat geschaffen wird, das dem oberen Elektronikbaustein die 
nStige Stabilit&t fur die Handhabung in einem Testverf ahren 
verleiht. Auf die Auftenkontaktf lachen der Umverdrahtungs- 
struktur kdnnen dazu zumindest vorubergehend Aufienkontakte 



15 



20 



25 
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aufgebracht werden, um die Funktionen des cberen Elektronik- 
bausteins unabhangig von dem Stapel unter extremen Tempera- 
turzyklen zu testen. Diese ftir vorgegebene Testsockel eventu- 
eli notwendigen Auftenkontakte konnen vor dem Einbau des obe- 
5 ren Elektronikbausteins in den Stapel wieder entfernt werden, 
um die Aufienkontaktf lachen far ein Bcnden beim Zusammenbau 
des elektronischen Bauteils zur VerfUgung zu stellen. 

Durch die erhohte Stabilitat des oberen Elektronikbausteins 
k6nnen die Bondverbindungen zwischen den randseitigen Auflen- 
kontakten der- Umverdrahtungsstruktur des oberen Elektronik- 
bausteins und den Anschlussf lachen fur Bondverbindungen in 
den Randbereichen des Umverdrahtungssubstrats nach dem Auf- 
einanderbringen der passiven RUckseiten der Elektronikbau- 
steine unproblemat isch und mit erhohter Zuverlassigkeit her- 
gestellt werden. Das sprode Material des Halbleiterchips des 
oberen Bausteins wird namlich durch den Zwischentr&ger der 
Umverdrahtungsstruktur beim Bonden entiastet, so daft die Ge- 
fahr der Bildung von Mikrorissen in dem Halbleiterchip wah- 
rend des Bondens vermindert 1st. Um eine Bondverbindung zu 
schaffen, weisen die Fl&chennormalen der Anschlussf lachen £ttr 
Bondverbindungen und die Fl&chennormalen der Auftenkontaktf la- 
chen des oberen Elektronikbausteins in die gleiche Richtung. 

25 Ein mSglicher weiterer Vorteil des Verfahrens liegt darin, 
dass auch Bauteile mit grbflerer passiver Rtickseite als die 
darunter angeordneten Halbleiterchips als zu bondende obere 
Elektronikbausteine eingesetzt werden konnen, weil die Stabi- 
litat der oberen Elektronikbausteine durch die Urnverdrah- 

30 tungsstruktur mit Zwischensubstrat im Bereich der zu bonden- 
den Aufiienkontaktflachen erhOht 1st und nicht auf dem Halblei- 
terchip, sondern auf dem Zwischensubstrat gebondet wird. Die- 
sei* Vorteil wirkt sich besonders aus, wenn als erster unterer 
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Elektronikbaustein ein Logikchip eingesetzt wird und als 
zweiter oberer Elektronikbaustein ein f lachenmaftig grofierer 
Speicherchip verwendet wird, 

5 Vor einem Aufbringen des oberen Elektronikbausteins auf die 
passive Ruckseite des Halbleiterchips des unteren Elektronik- 
bausteins kann somit der obere Elektronikbaustein Temperatu- 
ren von - 50°C bis I5Q°C ausgesetzt werden, wenn seine Funk- 
tionsf ahigkeit getestet wird. Dabei wird der Baustein elek- 

10 trisch in Betrieb geset2t. Da2u kann die Umverdrahtungsstruk- 
tur mit ihren AuGenkontaktf lichen an das Rastermaft entspre- 
chender Testsockel angepaftt sein. Durch die oben erwahnte 
4) vortibergehende Aufbringung von Auftenkontakten auf die Auflen- 

kontaktf lachen der Umverdrahtungsstruktur kann dartiber hinaus 

15 eine verbesserte Kontaktierung zu den Testsockeln geschaffen 
werden. Nach dem Entfernen der vorubergehend angebrachten Au~ 
fienkontakte stehen die Auftenkontaktf lachen ftir ein Anbringen 
von Bondverbindungen bei dem Zusammenbau des elektronischen 
Bauteils wieder sur VerfUgung. 

20 

Erf indungsgemaft kann wahrend eines Funktionstests auf samtli- 
che SignalanschlQsse des oberen Elektronikbausteins zugegrif- 
fen werden.' Dementsprechend ist ein aussagekraftigeres Te~ 
stergebnis m5glich, zumal nach dem Zusammenbau des elektroni- 

25 schen Bauteils ein Zugriff auf alle Signalanschlttsse des obe- 
ren Elektronikbausteins unabhangig von den ttbrigen Elektro- 
nikbausteinen des Stapels nicht mehr moglich ist. Wird ein 
derartiger Funktionstest fUr den oberen Elektronikbaustein 
vor dem Zusammenbau des elektronischen Bauteils durchgef tihrt , 

30 so steigt die Gesamtausbeute und es ergeben sich erhebliche 
Kostenvorteile , Es wird namlich mindestens einer oder beide 
der Elektronikbausteins vorgetestet, wodurch sichergestellt 
werden kann, daft auch Elektronikbausteine mit potentiell ho- 
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her AusfallwahrscheinlichJceit wie etwa Speicherchips nur dann 
eingesetzt werden, wenn diese wie vorstehend beschrieben ein- 
gehend getestet wurden. Durch ein Stapeln von Elektronikbau- 
steinen ubereinander wird zus£tziich Raum eingespart, die 
5 Schaltungsdichte vergrofiert, und die Kosten werden optimiert. 
DarUber hinaus werden die elektrischen Eigenschaf ten verbes- 
sert r da kurze Bondverbindungen realisiert werden, was mit 
einer Verminderung parasitarer Induktivitaten verbunden ist. 



10 Die passiven Ruckseiten der Elektronikbausteine konnen in 

vorteilhaf ter Weise aufeinander geklebt werden. Dazu konnen 
Leitkleber eingesetzt werden, beispielsweise wenn die Ruck- 
seiten der Elektronikbausteine auf gleichem Potential liegen 
sollen. Sind Potentialdif f erenzen zwischen den Ruckseiten der 

15 Elektronikbausteine vorgesehen, so konnen isolierende Kleb- 

«5 f- n -f f & f i nrjPSHl /. I wt-» r clrtn _ 

Die Bondverbindungen zwischen den Auflenkontakten des oberen 
Elektronikbausteins und den Anschlussf ISchen im Randbereich 

20 des Umverdrahtungssubstrats konnen mittels Thermo kompressi- 
onsbonden hergestellt werden. Dabei wird auf einer der zu 
verbindenden Flachen ein Bondkopf gebildet, von dem aus der 
Bonddraht 2unachst in Richtung der Fl&chennormale gefuhrt 
wird/ bevor er zu der zweiten Fl£che hin gebogen werden kann 

25 und dort unter Bildung eines Bondbogens mit der zweiten Fla- 
che elektrisch verbunden wird. Wahrend der Bondbogen auf der 
zweiten Flache fast tangential zu der FlSche angebracht wer- 
den kann, benotigt der Bondkopf mit dem abgebogenen Bonddraht 
eine Mindesth$he Uber der gebondeten FlSche. Deshalb ist es 

30 vorteilhaft, wenn der Bondkopf zunachst auf der Anschlussf la- 
che fiir die Bondverbindungen in dem Randbereich des Umver- 
drahtungssubstrats hergestellt wird, und erst danach der 
Bondbogen auf der AuBenkontaktf l&che der CJmverdrahtungsstruk- 
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tur des oberen Elektronikbausteins gebildet wird. Dadurch 
wird auch die Bauteilh6he des elektronischen Bauteils mit 
Halbleiterchips in einem Stapel minimiert . 

5 In die Umverdrahtungsstruktur des oberen Elektronikbausteins 
kann ein zentraler Bondkanal eingebracht sein. Die zentralen 
Bondverbindungen dieses zentralen Bondkanals werden uber 
Bondfinger und tiber Umverdrahtungsleitungen elektrisch lei- 
tend mit den Auftenkontaktf lachen verbunden. Die Aufienkontakt- 
10 flachen konnen auf Randbereiche des oberen Elektronikbau- 
steins verteilt werden, wodurch das Bonden zu den Anschluss- 
flSchen in den Randbereichen des Umverdrahtungssubstrats er- 
leichtert und kurze Bonddr&htiangen erm6glicht werden. 

15 Die zentralen Bondverbindungen in derr. Bondkanal weisen gegen- 
uber den Bondverbindungen auf den Aufienkontaktf lachen geringe 
Abmessungen auf, so dass sie bereits durch den Bondkanal in- 
soweit ausreichend geschlitzt sind, dass der obere Elektronik- 
baustein mit offenem ungeschutztem Bondkanal einem Funktion- 

20 stest vorsichtiger Handhabung ausgesetzt werden kann. Der 

Bondkanal kann jedoch in vorteilhaf ter Weise unter Einbetten 
der zentralen Bondverbindungen des Bondkanals von einer 
Schutzumhtillung aus Kunststoff bedeckt werden, bevor der obe- 
re Elektronikbaustein einem Funktionstest ausgesetzt wird. 

25 Dies hat den Vorteil, dass die Handhabung sowohl bei der 

FunktionsprUf ung als auch bei dem spateren Eusammenbau er- 
leichtert wird und eine Beschadigung der zentralen Bondver- 
bindungen zuverlassig vermieden wird. 

30 Als Umverdrahtungssubstrat kann eine beidseitig rnetallisierte 
Leiterplatte eingesetzt werden, deren Metallplattierungen auf 
ihrer Oberseite und auf ihrer Unterseite strukturiert werden. 
Die Struktur der Oberseite kann in einem Mittenbereich Kon- 
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taktanschluftf lichen fur Flipchip-Verbindungen aufweisen. In 
den Randbereichen der Oberseite kSnnen Anschlussf lachen fur 
Bondverbindungen geschaffen warden. Die st rukturierte Metall- 
plattierung auf der Unterseite der Leiterplatte kann Auften- 
5 kontaktf lachen aufweisen, die rnit den Anschlussf lachen Uber 
Durchkontakte und Uber Umverdrahtungsleitungen elektrisch 
verbunden werden kSnnen. Ein derartiges Umverdrahtungssub- 
• strat auf der Basis einer beidseitig metallisierten und 
strukturierten Leiterplatte kann kostengttnstig hergestellt 
10 werden und hat gegenuber Umverdrahtungssubstraten auf Kara- 
mikbasis einen erheblichen Preisvorteil . 

Nach dem Aufbringen der zu stapelnden Elektronikbausteine auf 
ein derartig prapariertes Umverdrahtungssubstrat konnen die 

15 Eiektronikbausteine mittels einem Transfermoldverf ahren in 

ein gefulltes Epoxidharz eingebettet werden* Dieses Verpacken 
kann gleichzeitig fur mehrere elektronische Bauteile durchge- 
ftihrt werden, wenn das verwendete Umverdrahtungssubstrat ent- 
sprechend viele Bauteilpositionen aufweist, in denen Elektro- 

20 . nikbausteine gestapelt und gebondet sind. wahrend beim Trans- 
f ermoldverf ahren die Bondverbindungen aufgrund des hohen 
Druckes und der Fliefieigenschaf ten des gefiillten Epoxidharzes 
stark belastet werden, ist ein Verpacken der Eiektronikbau- 
steine in ein Kunststof f gehause mittels Dispensverf ahren we- 

25 sentlichen schonender. 

Abschliefcend k5nnen auf die AuJienkontaktf lachen des Umver- 
drahtungssubstrats Auibenkontakte aufgebracht werden. Diese 
AuiJenkontakte konnen Lotballe aufweisen, wobei eine die Au- 
30 Benkontaktflachen umgebende Lotstopplackschicht ein Benetzen 
beispielsweise von Umverdrahtungsleitungen durch das Material 
der Auiienkontakte verhindert - 
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Die Erfindung betrifft auch ein elektronisches Bauteil mit 
Halbleiterchips in einem Stapel, das ein Umverdrahtungssub- 
strat umfafct. In einem Mittenbereich des Umverdrahtungssub- 
strats sind Anschlussf lachen fur Flipchip-Verbindungen vorge- 
5 sehen. In seinen Randbereichen weist das Umverdrahtungssub- 
strat Anschlussf lachen far Bondverbindungen auf Kontaktbe- 
reiche eines als Halbleiterchip ausgebildeten ersten unteren 
Elektronikbausteins sind mit den Anschlussf lachen in dem Mit- 
tenbereich des Umverdrahtungssubstrats verbunden. Ein zweiter 

10 oberer Elektronikbaustein weist einen Halbleiterchip ir.it ei- 
ner Umverdrahtungsstruktur und mit Auflenkontaktf lachen auf. 
Der obere Slekt ronikbausteine ist derart auf dem unteren 
Elektronikbaustein angeordnet, dass die passiven Ruckseiten 
der Elektronikbausteine auf einanderliegen. Zur elektris'chen 

15 Verbindung des oberen Elektronikbausteins mit dem Umverdrah- 
tungssubstrat sind zwischen den Aufienkontaktf lachen des obe- 
ren Elektronikbausteins und den Anschlussf lachen in den Rand- 
bereichen des Umverdrahtungssubstrats Bondverbindungen vorge- 
sehen . 

20 

Der Stapel aus mindestens einem Halbleiterchip in Fiipchip- 
Technologie und aus einem Elektronikbaustein mit einer Umver- 
drahtungsstruktur und mit Auftenkontaktf lachen ist von einem' 
Bauteilgehause umgeben. Ein elektronisches Bauteil aus einer 

25 Kombination aus einem Halbleiterchip als ersten unteren Elek- 
tronikbaustein und aus einem weitgehend gehSusten zweiten 
oberen Elektronikbaustein hat den Vorteil, dass die Auftenkon- 
taktflachen des oberen Elektronikbausteins eingesetzt werden 
konnen r urn vor einem Zusammenbau zu einem elektronischen Bau- 

30 teil die Funktionsf ahigkeit des weitgehend geh&usten oberen 
Elektronikbausteins unter extremen Temperaturbedingungen zu 
testen, so daft eine zuverlassige Aussage daruber getatigt 
werden kann, ob der Stapel wenigstens einen vollstandig funk- 
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tionsfShigen oberen Eiektronikbaustein aufweist. Durch das 
Stapeln wird der Platzbedarf vermindert und die Schaltungs- 
dichte erhcht. Durch die Maglichkeit einer separaten Funk- 
ticnsprufung des oberen Elektronikbausteins ergibt sich eine 
5 Kostenoptimierung und eine zuverlassige Prognostizierbarkeit 
der endgultigen elektrischen Eigenschaf ten des elektronischen 
Bauteils . 

Diese Vorteile wirken sich besonders aus, wenn der untere 
Elektronikbaustein ein Logikchip und der obere Elektronikbau- 
stein ein Speicherchip mit Umverdrahtungsstruktur und mit Au- 
ftenkontaktf lachen ist. Derartige Speicherchips weisen eine 
relativ hohe Ausfallrate bei Funktionstests mit extremen Tem- 
peraturen zwischen -50 6 C und 150*0 auf . Diese Ausfallrate 
kann fur das elektronische Bauteil mit einem Stapel aus .einem 
Logikchip und aus einem Speicherchip vermindert warden, wenn 
der Speicherchip bereits eine Umverdrahtungsstruktur mit Au- 
JSenkontaktf lichen aufweist, durch die ein unabhangiger voll- 
standiger Funkt ionstest vor einem weiteren Stapelbau m5glich 
wird. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Aufienkontaktf la- 
chen des oberen Elektronikbausteins auf* Grund der Verdrah- 
tungstruktur in die Randbereiche des oberen Elektronikbau- 
25 steins gelegt werden konnen, sodass aufterst kurze Bondverbin- 
dungen von den Auftenkontakt f lachen zu den Anschlussf lachen in 
den Randbereichen des Umverdrahtungssubstrats moglich werden. 
Durch die kurzen Bondve rbi ndungen wird eine ausreichende 
Bonddrahtstabilitat erreicht, sodass als Material fttr das 
30 Kunststof f gehause ein hochgef ttlltes Epoxidharz eingesetzt 

werden kann, ohne besondere Vorkehrungen far den Schutz der 
Bondverbindungen zu treffen. 
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' Die Umverdrahtungsstruktur mit ihrem Zwischensubstrat unci den 
Auftenkontaktf lachen auf dem oberen Elektronikbaustein vergrS- 
fcert gleichzeitig die mechanische Stabilitat dieses Elektro- 
nikbausteins, wodurch die gesamte Zuverlassigkeit des elek- 
5 tronischen Bauteils erhoht 1st, zumal die Gefahr von Mikro- 
rissbildungen in dem Haibleiterchip beim Bcnden dadurch ver- 
mindert wird, dafi nicht unmittelbar auf dem Haibleiterchip 
gebondet wird* 

10 Das Umverdrahtungssubstrat weist eine beidseitig metallisier- 
te und strukturierte Leiterplatte auf. Diese Leiterplatte 
verfugt uber Durchkontakte als elektrische Verbindung zwi- 
schen den strukturierten Metallschichten auf der Ober- und 
auf der Unterseite der Leiterplatte. Die Unterseite der Lei- 

15 terplatte weist AuBenkontaktf lachen fur Auflenkontakte auf. 
Die Oberseite der Leiterplatte weist in ihrem Mittenbereich 
die Anschlussf lachen far die Flipchip-Verbindungen und in ih- 
ren Randbereichen die Anschlussf lachen fur Bondverbindungen 
auf. Die AuBenkontaktf lachen auf der Unterseite der Leiter- 

20 platte sind uber Durchkontakte und uber Umverdrahtungsleitun- 
gen mit den Anschlussf lachen auf der Oberseite elektrisch 
verbunden. Ein derartiges Umverdrahtungssubstrat auf der Ba- 
sis einer Leiterplatte ist kostengUnstig herstellbar vergli- 
chen mit Umverdrahtungsf olien oder Umverdrahtungssubstraten 

25 auf der Basis von Keramiken. 

Zwischen den auf einanderliegenden passiven ROckseiten der 
Elektronikbausteine ist eine Klebstof f schicht angeordnet. 
Wenn die Klebstof f schicht einen Leitkleber auf weist/ kdnnen 
30 die Rttckseiten der Elektronikbausteine auf gleichem Potential 
liegen. Eine Klebstof f schicht aus Isolationsklebstof f kann 
beispielsweise dann zwischen beiden Ruckseiten der Elektro- 
nikbausteine vorgesehen werden, wenn eine Potentialdif f erenz 
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zwischen beiden Elektronikbausteinen an den RUckseiten ge- 
wiinscht ist. 

Der obere Elektronikbaustein weist auf seiner aktiven Ober- 
5 seite einen zentralen Bondkanal mit zentralen Bondverbindun- 
gen auf. Diese zentralen Bondverbindungen sind Qber die auf 
der aktiven Oberseite angeordnete Umverdrahtungsstruktur mit 
den Auftenkontaktfl&chen verbiinden. Dieser Bondkanal kann eine 
Schutzumhullung fur seine zentralen Bondverbindungen aufwei- 
10 sen, wodurch sich eine Materialgrenze zwischen einer derarti- 
gen Schutzumhullung und dem Kunststof f geh&use des elektroni- 
schen Bauteils ausbildet. Sin derartiger Bondkanal mit zen- 
tralen Bondverbindungen wird insbesondere' fur Speicherchips 
eingeset2t, um die relativ groBe aktive Oberseite der Spei- 
15 cherchips zu beiden Seiten des Bondkanals fur das Anordnen 
von Auftenkontaktf lachen zu nutzen. 

Die Bondverbindungen zwischen den AuJienkcntaktf lachen und den 
Anschlussf lachen der Aufrenbereiche des Umverdrahtungssub- 
strats k5nnen einen Bonddraht aufweisen, der sich in einen 
Bondkopf und in einen Bondbogen gliedert* Der Bondkopf kann 
auf einer der Anschlussf lachen des Umverdrahtungssubstrats 
angeordnet sein, wahrend der Bondbogen auf der entsprechenden 
Aufrenkontaktf lSche des oberen Elektronikbausteins angeordnet 
1st, Diese Ausfuhrung der Bondverbindungen hat den Vorteil, 
dass fur den Bondbogen eine geringere Hohe beansprucht wird, 
als fur den Bondkopf, so daft die Gesamthohe des elektroni- 
schen Bauteils minimiert werden kann. 

30 Weiterhin ist vorgesehen, dass zwischen der aktiven Oberseite 
des Halbleiterchips des unteren Elektronikbausteins bei den 
Kcntaktbereichen und der Oberseite des Umverdrahtungssub- 
strats ein Zwischenraum ausgebildet ist. Dieser Zwischenraum 
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ist mit einem Unterf ullstof f aufgefUllt, der einen hochge- 
fullten Kunststoff mit einem Fttllgrad von 80 bis 95 Gew.% 
aufweist. Dieser hohe Fttllgrad des Unterf Ullstof fes ermSg- 
licht eine weitgehende Anpassung des thermischen Ausdehnungs- 
5 verhaltens des Unterf ullstof fes en das thermische Ausdeh- 
nungsverhalten des Halbleiterchips . 

Zusammenfassend ist f estzustellen, dass ein Speicherchip bei- 
spielsweise in einem BOOGehause (board on chip package) als 

10 zweiter oberer Baustein in einem elektronischen Bauteil ein- 
gesetzt werden kann, bevor er mit seiner f reibleibenden Chi- 
pruckseite auf einen Logikchip in Flipchip-Technik geklebt 
wird, in seinem Gehause bereits geburnt bzw. extremen Tempe- 
raturen ausgesetzt und getestet werden kann. Durch Optimieren 

15 des Bondprozesses beim Verbinden des oberen Speicherchips mit 
dem Umverdrahtungssubstrat kann aufterdem eine raumsparende 
Stapelung eines Speicherchips auf einem Logikchip erreicht 
werden . 

20 Durch die auf dem Speicherchip angebrachte Omverdrahtungs- 

struktur mit ihrem Zwischensubstrat entsteht bezttglich Design 
und Routing bzw. Umverdrahtungsf uhrung ein sehr flexibles Ge- 
hausekonzept . Dieses Gehause des oberen Speicherchips er- 
leichtert die Anpassung beim Verwenden von Speicherbausteinen 

25 verschiedener Zulieferer oder bei TechnologieSnderungen, da 
uber die Umverdrahtungsstruktur Anpassungen vorgenommen wer- 
den kannen, ohne dass VerSnderungen des Umverdrahtungssub- 
strats mit dem unteren Flipchip-Baustein vorgenommen werden 
mtissen. Somit ergibt sich ein kostengunstiger, flexibler und 

30 anpassungf ahiger Aufbau zum Stapeln eines Elektronikbausteins 
in Flipchip-Technologie mit einem Elektronikbaustein in Bond- 
Technologie . 
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Die Erfindung wire, nun anhand der beigefUgten Figuren naher 
erlautert . 

Figur I zeigt einen schematischen Querschnitt eines eiek- 
5 tronischen Eauteils gem&fl einer ersten Ausfuhrungs- 

form der Erfindung, 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer zweiten Ausf Uhrungsf orm 
10 der Erfindung, 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
jg^ tronischen Bauteils einer dritten Ausf Uhrungsf orm 

der Erfindung, 

15 

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer vierten Ausf uhrungsf orm 
der Erfindung, 

20 Figuren 5 bis 11 zeigen schematische Querschnitte von Zwi- 
schenprodukten bei der Herstellung des elektroni- 
schen Bauteils gemaft der ersten Ausfuhrungsf orm der 
Erf indung, 

25 Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Umver- 
^ drahtungssubstrats, 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Umver- 
drahtungssubstrats mit einem auf gebrachten ersten 
30 Elektronikbaustein, 
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Fiyur 7 isc^iyL uiuwxi yyhuuiwilitfwUgii Qi^cji. achrii. L U eiues zweiten 

Elektronikbausteins mit einem ungeschtit zten Bondka- 
nal, 

5 Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt des zweiten 

Elektronikbausteins aus Fig . 7 mit einem geschtttzten 
Bondkanai, 

Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
10 Stapel mit dem erstem Elektronikbaustein und mit 

dem zweitem Elektronikbaustein auf dem Umverdrah- 
tungssubstrat aus Figur 5, 

Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
15 Stapel aus Figur 9 nach Aufbringen von Bondverbin- 

dungen, 

Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil nach Verpacken des Stapeis 
20 aus Figur 10 in einem Bauteilgeh&use, 

Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil nach Aufbringen von AuEen- 
kontakten auf das Umverdrahtungssubstrat des elek- 
25 tronisch'en Bauteils. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 einer ersten Ausf tihrungsf orm der Erfin- 
dung. Die Basis dieses elektronischen Bauteils 1 bildet ein 
30 . Umverdrahtungssubstrat 5 mit einer Oberseite 36 und mit einer 
Unterseite 40, die gleichzeitig die Unterseite des elektroni- 
schen Bauteils 1 bildet- Auf der Unterseite 40 sind AuBenkon- 
takte 30 in Form von Kontaktb£llen angecrdnet, die auf Au£en- 
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kontaktf lichen 27 des Umverdrahtungssubstrats 5 gelotet sind. 
Diese Auftenkontaktf lachen 27 des Umverdrahtungssubstrats 5 
sind aber Durchkontakte 26 und uber Umverdrahtungsleitun- 
gen 25 des Umverdrahtungssubstrats 5 mit Anschlussf lichen 6 
5 und 60 auf der Oberseite 36 des Umverdrahtungssubstrats 5 
verbunden. Das Umverdrahtungssubstrat 5 weist in dieser er- 
sten Ausftihrungsform der Erfindung eine Leiterplatte 23 als 
Tragermaterial auf. 

10 In einem Mittenbereich 7 sind auf der Oberseite 36 des Umver- 
drahtungssubstrats 5 Anschlussf lichen 6 zum verbinde-n mit 
Flipchip-Kontakten angeordnet. In den Randbereichen 10 sind 
auf der Oberseite 36 des Umverdrahtungssubstrats 5 Anschluss- 
f lachen 60 fur Bondverbindungen angeordnet. Auf den An- 

15 schlussf lachen 6 des Mittenbereichs 7 ist wenigstens ein Lo- 
gikchip 28 mit seinen Kontaktbereichen 24 tlber die Flipchip- 
Verbindungen 8 als ein erster unterer Elektronikbaustein 9 
aufgebracht. Auf der passiven Rtickseite 15 dieses ersten 
Elektronikbausteins 9 ist eine Klebeschicht 31 angeordnet, 

20 mit der ein zweiter oberer Elektronikbaustein 12 auf dem er- 
sten unteren Elektronikbaustein 9 angeordnet ist. 

Bei dem zweiten Elektronikbaustein 12 handelt es sich um ei- 
nen Speicherchip 39, der einen zentralen Bondkanal 19 auf 

25 seiner aktiven Oberseite 32 mit zentralen 3ondverbindungen 
111 aufweist. Diese -zentralen Bondverbindungen 111 des Bond- 
kanals 19 sind uber Bondfinger 20 der Umverdrahtungsstruktur 
13 mit Au£enkontaktflachen 14 des oberen Elektronikbausteins 
12 verbunden. Die Umverdrahtungsstruktur 13 weist ein Zwi- 

30 schensubstrat 41 auf, auf dessen Randbereichen die Auftenkon- 
taktflachen 14 angeordnet sind. Die Aufienkontaktf l&chen 14 
sind uber Bondkopfe 33 von Bonddrahten 18 mit den Anschluss- 
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fiachen 60 in dem Randbereich 10 des Umverdrahtungssubs trats 
5 unter Ausbildung eines Bcndbogens 34 verbunden, 

Ein BauteilgehMuse 2 9 umgibt diesen Stapel 4 aus mindestens 
5 einem unteren Logikchip 2 8- und einem oberen Speicherchips 3 9 
sowie die Bondverbindungen 18 zwischen dem oberen Speicher- 
chip 39 und dem Umverdrahtungssubstrat 5. Ein Unterf ull- 
stoff 37, der einen hochgef ullten Kunststoff mit einem Full- 
grad zwischen 80 und 95 Gew.% aufweist, ftillt einen Zwischen- 
10 raum zwischen der aktiven Oberseite 35 des Logikchips 28 und 
der Oberseite 36 des Umverdrahtungssubstrats 5 und bettet die 
Kontaktbereiche 24 des Logikchips 28 ein. Der hohe FUllgrad 
sorgt fur eine weitgehende Anpassung des thermischen Ausdeh- 
nungsverhaltens des unterf ailstof res 37 an das thermi'sche 
15 Ausdehnungsverhalten des Halbleiteriuaterials des Logikchips 
28. Eine Schutzumhullung 22 deckt den Bondkanal 19 ab und 
schutzt die zentralen Bondverbindungen 111 des Speicherchips 
39. Zwischen der Schutzumhullung 22 und der umgebenden Kunst- 
stoff gehausemasse 17 des Bauteilgehauses 29 bildet sich eine 
20 Materialgrenze 38 aus. 

Dieses elektronische Bauteil 1 weist somit einen Stapel 4 aus 
einem Halbleiterchip 2 in Fiipchip-Technologie und aus einem 
nahezu vollstandig gehSusten Elektronikbaustein 12 au£. Die 

25 Funktionsfahigkeit dieses Elektronikbausteins 12 ist vor sei- 
nem Einbau in das elektronische Bauteil 1 unter extremen Tem- 
peraturen zwischen -50 und 150 °C getestet worden. Dieser 
Funktionsf ahigkeitstest kann durchgefuhrt werden, indem ent- 
weder die Auftenkontaktf lachen 14 des oberen Elektronikbau- 

30 steins 12 mit einem entsprechenden Prufsockel verbunden wer- 
den oder indem Auftenkontakte vorubergehend auf die Auftenkon- 
taktflachen 14 aufgebracht werden, die nach dem Test und vor 
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dem Einbau in das elektronische Bauteil 1 wieder entfernt 
werden . 

In einem hier nicht gezeigten Ausftthrungsbeispiel ist der Un- 
5 terfUllstoff 37 weggelassen, wobei der Spalt zwischen der ak- 
tiven Oberseite 35 und der Oberseite 36 mit der Kunststof f ge- 
h&usemasse 17 aufgefullt sind. 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
10 nischen Bauteils 1 gertiaB einer zweiten Ausf uhrungsf orm der 

Erfindung, Koxnponenten mit gleichen Funktionen wis in Figur 1 
werden mit gleichen Sezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erortert. 

15 Ein Unterschied zwischen dem elektronischen Bauteil 1 aus Fi- 
gur 1 zu dem elektronischen Bauteil 1 der zweiten Ausftth- 
rungsform der Erfindung besteht darin, dass die Bonddrahte 18 
der Bondverbindungen 11 mit ihren Bauteilh5he beanspruchenden 
Bondkopfen 33 auf den Anschlussf l&chen 60 in den Randberei- 

20 chen 10 des Umverdrahtungssubstrats 5 angeordnet sind, Der 
relativ fiache Bondbogen 34 einer derartigen Bondverbin- 
dung 11 ist auf den Auftenkontakten 14 des oberen Elektronik- 
bausteins 12 angeordnet, Dadurch ist es mOglich, die Bauteil- 
hohe des elektronischen Bauteils 1 durch die Schut zumhUl- 

25 lung 22 des Bondkanals 19 zu begrenzen. Das elektronische 

Bauteil 1 weist somit eine geringere Hohe auf als das elek- 
tronische Bauteil 1 aus Figur 1. Die Materialgrenze 38 zwi- 
schen der Kunststof f gehSusemasse 17 und dem Kunststoff der 
Schutzumhullung 22 des Bondkanals 19 ist somit auf die Rand- 

30 seiten der Schutzumhullung 22 begrenzt. 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 gem&ft einer dritten Ausf uhrungsf orm der 
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Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den 
vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erortert. 

5 Der Aufbau des Stapels aus den Elektronikbausteinen 9 und 12 
ist bei der dritten Ausf uhrungsform der Erfindung der gleiche 
wie bei der ersten Ausf uhrungsform der Erfindung aus Figur 1. 
Jedoch wird hier der Bondkanal 19 des oberen Elektronikbau- 
steins 12 von der Kunststof f geh&usemasse 17 bedeckt, sodass 
10 sich keine Materialgrenze 38 gemlift Figur 1 ausbildet. In die- 
sem elektronischen Bauteil 1 wird beim Zusammenbau der Ver- 
fahrensschritt zum Einbetten der zentralen Bondverbindun- 
w ^ aen 111 des Bondkanals 19 in eine Schut zumhtillung 22 einge- 

J ™ spart. Dennoch ist der obere Elektronikbaustein 12 vor dem 

15 Einbau in ein derartiges elektronisches Bauteil 1 auf Funk- 
tionsfahigkeit testbar, Er weist die fur den Funktionstest 
notwendigen Aufcenkontaktf lachen 14 auf. 

Figur 4 zeigt einen schemat ischen Querschnitt eines elektro- 

20 nischen Bautsils 1 giner viartsn AusftihrungRform d^r Erfin- 
dung,. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erortert. 

25 Der innere Aufbau dieses elektronischen Bauteils 1 der vier- 
ten Ausf uhrungsform der Erfindung entspricht dem Aufbau des 
elektronischen Bauteils 1 aus Figur 2* Jedoch ist die 
Schutzumhullung 22 des Bondkanals 19 fur den oberen Elektro- 
nikbaustein 12 aus Grttnden der Kostenersparnis weggelassen. 
30 Damit wird ein elektronisches Bauteil 1 mit einer minimalen 
Bauteilhehe kostengunstig realisiert. 
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Die Figuren 5 bis 12 zeigen schematische Querschnitte von 
Zwischenprcdukten bei der Herstellung eines elektronischen 
Bauteils 1 gemSB der ersten Ausf tihrungsf orm der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden 
5 Figuren werden in den Figuren 5 bis 12 mit gleichen Bezugs- 
zeichen gekennzeichnet und nicht extra erortert. 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt . eines Umver- 
drahtungssubstrats 5. Dieses Umverdrahtungssubstrat 5 ist aus 

10 einer beidseitig metallisierten und beidseitig strukturierten 
Leiterplatte 23 gefertigt. Die Metallstruktur der Oberseite 
36 der Leiterplatte 23 ist mit der Metallstruktur auf der Un- 
terseite 40 der Leiterplatte 23 iiber Durchkontakte 26 verbun- 
den. Die Unterseite 40 der Leiterplatte 23 weist Aufcenkon- 

15 taktflachen 27 auf, die in 3 Ringen auf der Unterseite 40 der 
Leiterplatte 23 angeordnet sind. Auf der Oberseite 36 der 
Leiterplatte 23 sind Umverdrahtungsleitungen 21 angeordnet, 
die mit den Durchkontakten 26 elektrisch verbunden sind. Au- 
fterdem verbinden die Umverdrahtungsleitungen 21 die Durchkon- 

20 takte 2 6 und damit die Auftenkontaktf lachen 27 mit Anschluss- 
flachen 6 fur die Flipchip-Verbindungen 8 in einem Mittenbe- 
reich 7^'der Leiterplatte 23 und/oder mit Anschlussf lachen 60 
fur die Bondverbindungen 18 in Randbereichen 10 der Leiter- 
platte 23. 

25 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Umver- 
drahtungssubstrats 5 mit einem auf gebrachten ersten Elek- 
tronikbaustein 9, Dieser Elektronikbaustein. 9 ist iiber Flip- 
chip-Verbindungen 8 mit den Anschlussf lachen 6 des Mittenbe- 
30 reichs 7 des Umverdrahtungssubstrats 5 verbunden. Der Zwi- 

schenraum zwischen der aktiven Oberseite 35 des ersten unte- 
ren Elektronikbausteins 9 und der Oberseite 36 des Umverdrah- 
tungssubstrats 5 ist mit einem Unterf ullstof f 37 aufgefttllt. 
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Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Elektro- 
nikbausteins 12 mit einem ungeschut zten Bondkanal 19. Dieser 
zweite Elektronikbaustein 12 weist zusatzlich zu einem Halb- 
5 leiterchip 3, der hier ein Speicherchip 39 ist f eine Umver- 
drahtungsstruktur 13 mit einem Zwischensubstrat 41 auf. Dar- 
ttber hinaus weist dieser zweite Elektronikbaustein 12 einen 
Bondkanal 19 mit zentralen Bondverbindungen 111 auf, die uber 
die Umverdrahtungsstruktur 13 mit Aufienkontaktf lMchen 14 des 
10 Elektronikbausteins 12 verbunden sind. 

Ein derartig vorbereiteter Elektronikbaustein 12 wird vor dem 
Einbau in ein elektronisches Bauteil extremen Temperaturen 
zwischen -50 und 150 °C ausgesetzt, wahrend seine Funktions- 
f&higkeit gepruft wird. Dieser Funktionstest erfolgt auch, 
ohne dafi die zentralen Bondverbindungen 111 in dem Bondkanal 
19 bereits durch eine Schutzumhailung geschutzt sind. 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt des zweiten 
Elektronikbausteins 12 aus Figur 7 mit einem geschtttzten 
Bondkanal 19. Die Handhabung des zweiten Elektronikbausteins 
12 ist aufgrund des geschatzten Bondkanals 19 gegeniiber der 
Handhabung eines Elektronikbausteins 12 mit einem ungeschiitz- 
ten Bondkanals 19 , wie ihn Figur 7 zeigt, erleichtert und si- 
cherer. Die empf indlichen zentralen Bondverbindungen 111 sind 
n&mlich in der Schutzumhullung 22 eingebettet und vor mecha- 
nischer Beschadigung bei der Handhabung geschQtzt. 

Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
30 Stapel 4 eines ersten und zweiten Elektronikbausteins 9 bzw. 
12 auf dem Umverdrahtungssubstrat 5 aus Figur 5. Dazu wird 
der in Figur 7 oder der in Figur 8 gezeigte vollstandig funk- 
tionsgetestete zweite Elektronikbaustein 12 mit seiner passi- 
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ven Ruckseite 16 mittels einer Klebstof f schicht 31 auf die 
passive Ruckseite 15 des Elektronikbausteins 9 geklebt. 

Figur 10 zeigt einen schemati schen Querschnitt durch einen 
5 Stapel 4 aus Figur 9 nach dem Aufbringen von Bondverbindun- 
gen 11, Diese Sondverbindungen 11 sind auf die Auftenkontakt- 
flachen 14 der Umverdrahtungsstruktur 13 des oberen Elektro- 
nikbausteins 12 aufgebracht. Dazu wird zunSchst ein Bond- 
kopf 33 auf den Auftenkontaktf lachen 14 gebondet und der Bond- 
10 draht 18 nach unten zu den Anschlussf lichen 60 des Umverdrah- 
tungssubstrats 5 gefuhrt. Unter Bilden eines Bcndbogens 34 
werden dann die Sonddrahte 18 mit den Anschlussf lachen 60 
verbunden . 

15 Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil 1 nach einem Verpacken des Stapels 4 
aus Figur 10 in einem Bauteilgehause 29. Dabei biidet das Um- 
verdrahtungssubstrat 5 mit seiner Unterseite 40 gleichzeitig 
die Unterseite des elektronischen Bauteils 1. AuBerdem biidet 

20 sich eine Materialgrenze 38 zwischen dem Material der Schutz- 
umhullung 22 des Bondkanals 19 und der Kunststof f geh&usema- 
sse 17 aus. 

Figur 12 zeigt einen schemati schen Querschnitt durch ein 
25 elektronisches Bauteil 1 nach Aufbringen von Auftenkontakten 
30 auf das Umverdrahtungssubstrat 5. Diese Auftenkontakte 30 
sind hier als KontaktbSile ausgebildet und in 3 Ringen ange- 
ordnet. Dazu werden ldtbare Kontaktballe auf die Auftenkon- 
taktflachen 27 auf der Unterseite 40 der Umverdrahtungsstruk- 
30 tur 5 aufgelotet. 
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Bezugszeichenliste 



1 elektronisches Bauteil 

2 unterer Halbleiterchip 
5 3 oberer Halbleiterchip 

4 Stapel 

5 Umverdrahtungssubstrat 

6 Anschlussfl&chen fttr Flipchip-Verbindungen 

7 Mittenbereich des Umverdrahtungssubstrats 
10 8 Flipchip-Verbindungen 

9 unterer Elektronikbaustein 

10 Randbereich des Umverdrahtungssubstrats 
, 11 Bondverbindung 

12 oberer Elektronikbaustein 

15' 13. Umverdrahtungsstruktur des oberen Elektronik- 
bausteins 

14 AuflenkontaktflSchen des oberen Elektronikbausteins 

15 passive Ruckseite des unteren Elektronikbausteins 

16 passive ROckseite des oberen Elektronikbausteins 
20 17 Kunststof f gehausemasse 

18 Bonddrahte 

19 Bondkanal 

20 Bondfinger 

21 Umverdrahtungsleitungen der Umverdrahtungsstruktur 
25 22 Schutzumhiillung 

^ 23 beidseitig metallisierte Leiterplatte 

24 Kontaktbereiche 

25 Umverdrahtungsleitungen des Umverdrahtungssubstrats 

26 Durchkontakte 

30 27 Auiienkontaktf lachen des Umverdrahtungssubstrats 

28 Logikchip 

29 Bauteilgehause 

30 Auftenkontakte 
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31 Klebeschicht 

32 aktive Oberseite des oberen Elektronikbausteins 

33 Bondkopf 

34 Bondbogen 

5 35 aktive Oberseite des unteren Elektronikbausteins 

36 Oberseite des Umverdrahtungssubstrats 

37 UnterfUllstof f 
38 . Ma-erialgrenze 
39 Speicherchip 

10 40 Unterseite des Umverdrahtungssubstrats 

4 1 Zwischensubstrat 

, , 60 Anschlussf l&chen fur Bondverbindungen 

' J ^\ r ill zentrale Bondverbindungen 

15 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bau- 
teiis (1) mit Kalbleiterchips (2, 3) in einem Stapei 
5 (4), wobei das Verfahren folgende Verf ahrensschritte 

au£ weist : 

a) Bereitstellen eines Umverdrahtungssubstrats (5) mit 
Anschlussf lachen (6) in einem Mittenbereich (7) fur 
Flipchip-Verbindungen (8) eines unteren Elektronik- 

10 bausteins (9) und mit Anschlussf lichen (60) in 

Randbereichen (10) des Umverdrahtungssubstrats (5) 
far Bondverbindungen (11) zu einem oberen Elektro- 
nikbaustein (12) , 

b) Aufbringen des als Halbleiterchip (2) ausgebildeten 
15 ersten unteren Elektronikbausteins (9) in Flipchip- 

Technologie in.dem Mittenbereich (7) des Umverdrah- 
tungssubstrats (5) , 

c) Herstellen wenigstens eines zweiten oberen Elektro- 
nikbausteins (12), der einen Halbleiterchip (3) und 

20 eine Umverdrahtungsstruktur (13) mit Auftenkcntakt- 

flachen (14) aufweist, 

d) Aufbringen des oberen Elektronikbausteins (12) auf 
den unteren Elektronikbaustein (9), so dass die 
passiven Ruckseiten (10, 16) des unteren und des 

25 oberen Elektronikbausteins (9, 12) auf einanderlie- 

gen, 

e) Herstellen von Bondverbindungen (11) zwischen den 
Auftenkontaktf lachen (14) des oberen Elektronikbau- 
steins (12) und den Anschlussf lichen (60) in den 

30 Randbereichen (10) des Umverdrahtungssubstrats (5), 

g) Verpacken der Elektronikbausteine (9, 12) unter 
Aufbringen einer Kunststof f gehausemasse (17) auf 
das Umverdrahtungssubstrat (5) • 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, class 

der obere Elektronikbaustein (12) vor seinem Aufbringen 
5 auf die passive Ruckseite (15) des Halbleiterchips (2) 

des unteren Elektronikbausteins (9) Prufungen bei extre- 
men Temperaturbedingungen, insbesondere von -50 °C bis 
150°C ausgesetzt wird. 

10 3, Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
wenigstens ein Logikchip (28) als erster unterer Elek- 
tronikbaustein (9) und wenigstens ein Speicherchip (39) 
und rait Aufienkontaktf lichen (14) als zweiter oberer 

15 Elektronikbaustein (12) eingesetzt werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der obere Elektronikbaustein (12) auf die passive Ruck- 
20 seite (15) des unteren Elektronikbausteins (9) geklebt 

wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

25 die Bondverbindungen (11) zwischen den Aufienkontak- 

ten (14) des oberen Elektronikbausteins (12) und den An- 
schlussf lachen (60) des Umverdrahtungssubstrats (5) mit- 
tels Drahtbonden hergestellt werden. 

30 6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
zum Verbinden der Anschlussf lachen (60) in den Randbe- 
reichen (10) des Umverdrahtungssubstrats (5) mit den Au- 
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ftenkontaktflachen (14) des oberen Elektronikbau- 
steir.s (12) Bonddrahte (18) zunachst auf den Anschluss- 
flachen (60) und anschlieftend auf den Auflenkontaktf la- 
chen (14) gebondet werden. 

5 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
in die Umverdrahtungsstruktur (13) des oberen Elektro- 
nikbausteins (12)' ein zentraler Bondkanal (19) einge- 
10 bracht wird, dessen Bondverbindungen (111) liber Bondfin- 

ger (20) und uber Umverdrahtungsieitungen (21) mit den 
Auftenkontaktflachen (14) elektrisch leitend verbunden 
werden . 

15 8. Verfahren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der Bondkanal (19) unter Einbetten der Bondverbindun- 
gen (111) von einer S chut zumhtil lung (22) aus Kunststcff 
bedeckt wird. 

20 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Herstellung eines Umverdrahtungssubstrats (5) eine 
erste Metallplattierung einer beidseitig metallisierten 

25 Leiterplatte (23) mit Anschlussf lachen (6) fttr Flipchip- 

Verbindungen in einem Mittenbereich (7), mit Anschluss- 
f lachen (60) fur Bondverbindungen (11) in Randberei- 
chen (10) und mit Umverdrahtungsieitungen (25) zu Durch- 
kontakten (26) strukturiert wird, wobei die Durchkontak- 

30 te (26) mit AuBenkontaktf lachen (27) einer strukturier- 

ten zweiten Metallplattierung der Leiterplatte (23) 
elektrisch verbunden werden. 
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10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

zurn Verpacken der Elektronikbausteine ein geflilltes 
Epoxidharz rnittels Transfermoldverf ahren auf das Umver- 
5 drahtungssubstrat aufgebracht wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet / dass 

zum Verpacken der Elektronikbausteine {9, 12) eine 
10 Kunststof f gehausemasse rnittels Dispensverf ahren auf das 

Umverdrahtungssubstrat (5) aufgebracht wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

15 Auftenkontakte (30) auf die Auftenkontaktf lachen (27) des 

Umverdrahtungssubstrats (5) aufgebracht werden. 

13. Elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in einem Sta- 
pei, wobei das elektronische Bauteil (1) folgende Merk- 

20 male aufweist; 

ein Umverdrahtungssubstrat (5) mit Anschlussf la- 
chen (6) far Flipchip-Verbindungen (8) in einem 
Mittenbereich (7) und mit Anschlussf lichen (60) fur 
Bondverbindungen (11) in Randbereichen (10) des Om- 

25 verdrahtungssubstrats (5) , 

- wenigstens ein als Halbleiterchip (2) ausgebildeter 
erster unterer Elektronikbaustein (9), der Kontakt- 
bereiche (24) aufweist, die in Flipchip-Technologie 
mit den Anschlussf lachen (6) in dem Mittenbe- 

30 reich (7) des Umverdrahtungssubstrats (5) elek- 

trisch verbunden sind, 

- wenigstens ein 2weiter oberer Elektronikbau- 
stein ( 12 ) , der einen Halbleiterchip (3 ) und eine 
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Umverdrahtungsstruktur ( 13 ) mit AuJienkontaktf lachen 
(14) auf dem Halbieiterchip (3) aufweist r wobei der 
obere Elektronikbaustein (12) derart auf dem unte- 
ren Elektronikbaustein (9) angeordnet ist, dass die 
5 • passiven RUckseiten (15, 16) der Elektronikbaustei- 

ne (9, 12) auf einanderiiegen, 

Bondverbindungen (11) zwischen den Auftenkontaktf la- 
chen (14) des oberen Elektronikbausteiris ■ (12) und 
den Anschlussflachen (60) in den Randbereichen (10) 
10 des Umverdrahtungssubstrats (5), 

einem- Bauteilgeh£use (29)/ daft die Elektronikbau- 
steine (9, 12) umgibt. 

14. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 13, 
15 dadurch gekenn2sichnet ^ dass 

die Schutzumhullung (22) zu dem Material des Bauteilge- 
hauses (29) eine Materialgrenze (38) aufweist. 

15. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 13 Oder Anspruch 
20 14, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der untere Eiektronikbaustein (9) als Logikchip (28) 
ausgebildet ist und dass der obere Eiektronikbau- 
stein (12) als Speicherchip (39) mit Umverdrahtungs- 
25 struktur (5) und mit Auftenkontaktf iachen (14) ausgebil- 

det ist. 

16. . Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 13 bis 

15, 

30 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

das Umverdrahtungssubstrat (5) eine beidseitig metalli- 
sierte und strukturierte Leiterplatte (23) mit Durchkon- 
takten (26) als elektrische Verbindung zwischen den 
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strukturierten Metallschichten auf der Oberseite und auf 
der Unterseite cier Leiterpiatte (23) aufweist, wobei die 
Unterseite der Leiterpiatte Auflenkontaktf lichen (27) mit 
Auftenkontakten (30) aufweist und wobei die Oberseite der 
5 Leiterpiatte die Anschlussf lichen (6) fiir Flipchip-Ver- 

bindungen (8) in einem Mittenbereich (7), die Anschluss- 
f l&chen (60) far Bondverbindungen (11) in Randberei- 
chen (10)/ sowie Umverdrahtungsleitungen (25) zwischen 
den Anschlussf lachen (6, 60) und den Durchkontakten (26) 
10 aufweist. 

16, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
15 eine Klebstof f schicht (31) zwischen den passiven Ruck- 

seiten (15, 16) der Elektronikbausteine (9, 12) angeord- 
net ist. 

18. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 13 bis 
20 17, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der obere Elektronikbaustein (12) eine aktive Obersei- 
te (16) mit einem zentralen Bondkanal (19) mit Bondver- 
bindungen (111) aufweist, wobei die Bondverbindungen 
25 (111) fiber die auf der aktiveh Oberseite (32) angeordne- 

te Umverdrahtungsstruktur (13) mit den Auftenkontaktf la- 
chen (14) verbunden sind. 

19. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 18, 
30 dadurch gekennzeichnet, dass 

der Bondkanal (19) mit seinen Bondverbindungen (111) ei- 
ne Schutzumhullung (22) aufweist. 
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20, Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 13 
bis 19, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Flachennormale der Anschlussf lachen (60) des Umver- 
5 drahtungssubstrats (5) und die Flachennormale der AuGen- 

kontaktf ISchen (14) der Umverdrahtungsstruktur (13) in 
die gleiche Richtung weisen. 

21. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 13 
10 bis 20, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die Bondverbindungen (11) einen Bonddraht (18) auf wei- 
sen, der einen Bondbogen (34) ausbiidet, der von einer 
der Anschlussf lichen (60) des Umverdrahtungssubstrats 
15 (5) zu der entsprechenden Aulienkontaktf lache (14) des 

oberen Elektronikbausteins (12) verlauft. 
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Zusammenf as sung 

Elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in einem Stapel 
unci Verfahren 2ur Herstellung desselben. 

5 

Die Erfindung betrifft sowohl ein Verfahren zur Herstellung 
eines .elektronischen Bauteils (1) mit Halbleiterchips (2, 3) 
in einem Stapel (4) und als auch ein derartiges elektroni- 
sches 3auteil (1) . Der Stapel (4) weist wenigstens einen er- 

10 sten unteren Elektronikbaustein (9) auf, der Uber Flipchip- 

Verbindungen (8) mit einem Mittenbereich (7) eines Umverdrah- 
tungssubstrats (5) verbunden ist. Der Stapel (4) weist wei- 
terhin wenigstens einen zweiten oberen Elektronikbau- 
stein (12) mit Aufienkontaktf lachen (14) auf, die Uber Bond- 

15 verbindungen (11) mit AuBenbereichen (10) des Umverdrahtungs- 
substrats (5) verbunden sind, 

[Figur 1] 

20 
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